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Abstract: A medium-current-type ion implanter was introduced into Kanagawa University.  
This machine can be used for various purposes, for example, characteristic changes of various 
materials such as metals, semiconductors, or insulators. Doping various impurities to many 
kinds of semiconductors is one of the principal roles of semiconductor industries, to acquire 
controlled electrical conductivity.  These features can be accomplished by irradiating various 
ion species at various energies for various doses. This implanter can implant ion species from 
hydrogen to atoms with a mass number around gold. The accelerated ion energy ranges from 5 
keV to 200 keV. The most peculiar feature of this machine is the structure of the target holder, 
that is, endstation construction. Targets can be kept during ion implantation at temperatures 
from -200 ℃ using a liquid nitrogen cooling system to 1000 ℃ by heaters.  The specification 
of these features cannot be achieved by any other ion implanter in the world. We sincerely 
hope that this machine will be widely used in Kanagawa University.       

































本装置は基本的には 200 kV まで出すことができ、
前段加速電圧として 30 kV、後段加速電圧として
170 kV を用い、合計 200 kV となる。イオン源から
後段加速部まで高電圧がかかるため、2 重の部屋の
形状をしており、ハウジングと呼ばれる。この部屋





































































































分析部からイオン源までの部分に 170 kV の高電圧
がかかっており、高圧ターミナルという。イオン源

























図 4. 制御系の写真. 





































































































図 5. イオン源のアークチャンバ内部の写真. 


































+O イオンや +CO イオンなど、目的とするイオン以
外のイオンが存在することが多い。そこで、必要な
イオンだけを取り出すために、引出電圧分のエネル



















①式より、 B （磁束密度）を大きくすると r が小さ
くなる、つまり小回りになることがわかる。イオン 
1 個の持つ運動エネルギーは      であるか












 よって、①式より         これに、 
 
      を代入、変形して、 
    















 ビームエネルギーを 5 keV、AMP RANGE を 5.0
μA として、マススペクトルを取る。その結果が図 
表 1. イオンの種類と用いるガス等. 
イオン種 形態 ガスおよび材料 ガス用イオン源 ベーパライザー 
+Ar  Ar ガス 
+C  CO2ガス 
+O  CO2ガス 
A 型  
+Ge  
ガス 
GeF4ガス B 型 なし 
+Fe  リペアプレート＋Ar ガス




A 型  
+B  LiBF4＋Ar ガス 低温ベーパライザー（210 ℃）


































































電流値を示す。スペクトルの始点を 0 cm とし、ピー
クが現れる位置までの長さを定規で測る。この場合、
11.0 cm のところで現れる大きなピークは +Ar イオ
ンであることがわかっている。 
  現物の長さで 11.0 cm と出しているが、これは磁
束密度 B の値と置き換えて考えられるので、 ArB は
11.0 となる。 Arm 、 Fem はそれぞれ 39.948、55.845 
 
であるから、②式より、 
            




















きる。①式と、       運動エネルギー  





vmr = 、 2´´
2
12 vmeV = と 













＝́  となることから、 




































る。例えば、引出電圧 30 kV、加速電圧 170 kV の
場合、1 価イオンのエネルギーは 200 keV になるが、




















 表 2． 各種イオンのピークが現れる位置 
番号 ① ② ③ ④ 
イオン
+2Ar +2Fe  +Ar  +Fe  




























  各要素を図 9 のように記号でおく。質量m [kg]、








m/JN = 、 V/JC = より、 m/CVN = という式
が得られ、C に e [C]、mに d[m]を代入すると、力




eV = 。これにより、加速度 aは、
md
















































eVv ⋅= となる。放物 































eVl +⋅=⋅+⋅⋅=  
…④ 
式④の 01 ,,,,, vLLdme は定数。 








たビーム電流の波形（上 X スキャン・下 Y スキャン）
を示す。 










図9. スキャン走査部.図 7. 三角波電圧. 
図8. ファラデーカップ.
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図 10. オシロスコープで観察したビーム電流の波形
（上は X スキャン、下は Y スキャンの様子を示す）.
